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    １．概要（Summary） 本研究では，スケールダウンとアレイ化による静電容量型加速度センサの高感度化手法の垂直方向検出加速度センサへの適用可能性検証のため，100 µm 角センサの
10×10 アレイの作製を試みた． 

 ２．実験（Experimental） 【利用した主な装置】 ・大面積超高精度電子線描画装置(A15) ・深堀りドライエッチング装置(B8-2) 

 【実験方法】 プロセスフローを Fig.1に示す．はじめに A15 大面積超高精度電子線描画装置を用いて SOI ウエハ上にレジストをパターニングした（レジストはNEB22A2(原液)を使用）．次に Cr マスクをリフトオフにより形成し，A15によりそのマスク上にレジストをアライメント露光・パターニングし，2層マスク構造を形成した．また，B8-2深堀りドライエッチング装置で Siを 2回エッチングし，サブミクロンスケールのギャップをもった段差構造の形成を試みた.  

 

Fig. 1 Fabrication flow. 

 ３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig.2 に示すように，最小幅が 300 nm のレジストパターンを作成できた．Cr マスク上にアライメント露光したレジストパターンはアライメント誤差が約 50 nm となった．また

Fig.3に示すように，今回の実験では高さが低い方の段差がすべてエッチングされてしまい，所望の段差構造を形成することができなかった．段差構造を形成するためには，2回行うエッチングについてそれぞれ適切なサイクル数を設定する必要があり，今後検討を進める． 

 

 

Fig. 2 FESEM image of patterned resist 

 

Fig. 3 D-RIE process using double layer mask 
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